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Transistor y pozos cuánticos

Transistor de efecto de campo (MOSFET) Pozos cuánticos

Se utiliza principalmente como interruptor o amplificador.

Al aumentar 𝑉𝐶 por encima de 𝑉𝑢𝑚𝑏𝑟𝑎𝑙, sea crea un canal 

de conducción, cuyo tamaño (y resistencia) depende de 𝑉𝐶.
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GaAs y AlAs son semiconductores de gap

directo con 𝐸𝑔
𝐺𝑎𝐴𝑠 = 1.4 eV y 𝐸𝑔

𝐴𝑙𝐴𝑠 = 2.7 eV.

Aleaciones AlxGa1−xAs tienen 𝐸𝑔 intermedios.

Heteroestructuras de AlxGa1−xAs/GaAs/AlxGa1−xAs

pueden formar pozos cuánticos. 

Utilizando AlxGa1−xAs tipo n(p), e-(h+) “caen” 

al pozo creando un gas bidimensional de e-(h+).
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• Red cristalina, red recíproca y difracción de rayos X

• Clasificación de los sólidos y energía de cohesión

• Vibraciones, fonones y propiedades térmicas

• Electrones en sólidos

• Semiconductores y juntura semiconductora

• Magnetismo en sólidos

• Introducción a los aisladores topológicos
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Resumen

• Magnetismo en átomos aislados

• Reglas de Hund

• Diamagnetismo y paramagnetismo

• Orden magnético (ferromagnetismo y antiferromagnetismo)

• Aproximación de campo medio de Weiss

𝜒

𝑇

Curie

Van Vleck

Larmor

𝜒−1

𝑇𝑇𝐶

+


